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© Low feedbacit MOS triode. 



© Eine MOS-Triode sol! hohere Einsatzfrequenzen, 
eine gro^ere Vorwartssteilheit und eine geringere 
Streubreite des Drainstromes als bekannte Trioden 
aufweisen. Die MOS-Triode besitzt ein zweites Gate 
(G2). mit einem zweiten Kanal unter dem zweiten 
Gate (Q2), der so dotiert ist, da/3 er sciion ohne 
positive Vorspannung eine ausreicliende Leitfahig- 
keit besitzt. Zwischen Source (S) und denn zweiten 
Gate (G2) und dem Substrat ist eine niederoiimige 
Leitung vorhanden. 
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Ruckwirkungsarme MOS-Triode 



Die Erfindung betrifft eine MOS-Triode nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Uberwiegend kapazitive RQckwirkung zwischen 
Ausgang und Eingang eines aktiven Bauelementes 
kann insbesondere bei hohen Frequenzen den Ein- 
satz a!s VerstMrkerelement storen Oder wegen 
Storschwingungen unmoglich machen. Trioden 
weisen ubilcherweise eine wesentlich gr6/3ere 
kapazitive Ruckwirkung auf als Tetroden oder Pen- 
toden. Das technische Problem ist die Reduzierung 
der Ruckwirkung von Drain auf das Gate einer 
MOS-Triode. 

Bisher wurden z, B. anstelle von Trioden ruck- 
wirkungsarme Tetroden eingesetzt. Tetroden erfor- 
dern jedoch im Vergleich zu Trioden einen zusatz- 
lichen Anschlu/E auf dem Cliip fur das zweite, im 
Vergleich zu Trioden zusatzliche Gate, und eine 
Herausfiihrung am Gehause der Tetrode fur diesen 
zusatzlichen AnscliluiS, der auf Grund des 2. Gates 
bei einer Tetrode erforderlich ist. sowie auf der 
Platine eines Verstarkers einen Abblock-Konden- 
sator und einen Widerstand zum Spannungsansch- 

Eine weitere bekannte Moglichkeit besteht in 
der Anwendung eines Junction-Feldeffekt-Transis- 
tors. z. B. von NEC mit der Typenbezeichnung 
2SK193. Dieser Junction-Feldeffekt-Transistor weist 
als Besonderheit ein 2., zusatzliches Gate neben 
der nach auiSen aus dem Gehause herausgefuhrten 
Steuerelektrcde. die zum 1. Gate gehort, auf. Bei 
diesem bekannten Junction-Feldeffekt-Transistors 
wird das 2., zusatzliche Gate jedoch nicht nach 
auiSen gefuhrt. Der Kanal unter dem 2., zusatz- 
lichen Gate ist durch eine spezielle Dotierung 
leitend gemacht und dient der Reduzierung der 
Ruckwirkung infolge einer Reduzierung von Feld- 
durchgriff und von kapazitiver Ruckwirkung von 
Drain auf das 1. Gate dieses bekannten Junction- 
Feldeffekt-Transistors. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde. eine MOS-Triode der eingangs genann- 
ten Art anzugeben, die hohere Einsatzfrequenzen, 
eine grofiere Vorwartssteilheit und eine geringere 
Streubreite des Drainstromes als bekannte Trioden 
aufweist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaS durch 
eine MOS-Triode nach dem Anspruch gelost. 

Ein Verstarker-Element nach dem Anspruch 
weist die vergielchbare Ruckwirkung einer Tetrode 
auf und benotigt nur 3 Anschlusse. 

Im Vergleich zu einem bekannten Junction- 
Feldeffekt-Translstor weist eine MOS-Tridode nach 
der Erfindung folgende Vorteile auf: 

Die MOS-Technologie eriaubt eine um den 



Faktor 10 hohere Einsatzfrequenz; 

Die Vorwartssteilheit kann bis zu einem Faktor 
5.... 10 hoher liegen; 

Die fur die Anwendung wichtige Streubreite 

5 des Drainstromes loss (Gate 1 an Source), welche 
durch Streuungen der Kanaldotierung bei der Her- 
stellung grofler Stuckzahlen von Bauelementen be- 
dingt ist. betragt nur etwa 30 %. 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung 

10 naher eriautert. 

Die FIG. zeigt schematisch einen Querschnitt 
durch eine MOS-Triode. 

Die Skizze des Querschnitts einer MOS-Triode 
in der FIG. zeigt, dai3 der Aufbau der MOS-Triode 

75 Shnlich ist dem Aufbau einer MOS-Tetrode. 

Auf einem z. B. p-leitenden Substrat befindet 
sich eine p"-!eitende epitaktische Schicht E, in der 
n -leitende Zonen fur Source S und Drain D sowie 
fur einen Bereich B zwischen dem 1 . Gate G1 und 

20 dem 2. Gate G2 vorgesehen sind. Die n -leitende 
Zone im Bereich B zwischen dem 1. Gate G1 und 
dem 2. Gate G2 dient bei einer Tetrode als Drain 
im HInblick auf das 1 . Gate Gl und gieichzeitig als 
Sourche im Hinblick auf das 2. Gate G2. Im Be- 

25 reich der Source S, des 1. Gates Gl, des 2. Gates 
G2 und dem Drain-Bereich sind jeweils Metal- 
lisierungen als Elektrodenanschlusse vorgesehen. 
Die n-dotierten Zonen von Source S, Drain D und 
im Bereich B mussen in Nahe der Kanale der 

30 Gates Gl. G2 nicht unbedingt hoch dotiert sein. 
Unterhalb der Gateelektroden von Gate Gl und 
Gate G2 befinden sich jeweils n~-dotierte Kanale. 
Am linken Rand der FIG. befindet sich eine Schutz- 
diode P. Zwischen der Schutzdiode P und dem 

35 Source-Bereich befindet sich ein p*-dotierter Be- 
reich als Channel-Stopper. 

Die ruckwirkungsarme Triode unterscheidet 
sich von einer MOS-Tetrode in folgenden Punkten: 
Der Kanal unter dem 2, Gate G2 ist durch eine 

40 speziell gewahlte Dotierung in seiner Leitfahigkeit 
so eingestellt, da5 schon ohne positive Vorspan- 
nung (Beispiel: N-channel normally on-transistor) 
eine ausreichende Leitfahigkeit erreicht ist, z. B. 
auch bei einer Spannung Ug2s zwischen dem 2. 

45 Gate G2 und Source von 0 Volt. Dies bedeutet, dafi 
der Kanal unter dem 2. Gate G2 auch dann bereits 
in einem fur den Betrieb der MOS-Triode aus- 
reichendem Ma^e leitet. wenn zwischen dem 2. 
Gate G2 und der Source-Elektrode keine Spannung 

50 aniiegt; 

Der Source-Bereich und der Bereich des 2. 
Gates G2 werden mit dem Substrat uber eine 
niederohmige Leitung verbunden. 
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Claims 

MOS-Triode, gekennzeichnet durch ein 2. 
Gate (G2), mit einem 2. Kana! unter dem 2. Gate 
(G2), der so dotiert ist da/3 er schon ohne positive 5 
Vorspannung eine ausrelchende Leitfahigkelt be- 
sitzt, 

und durch eIne niederohmige Leitung zwischen 
Source (S) und dem 2. Gate (G2) und dem Sub- 
strat. 10 
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